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Lintroducio

Na década ©passada houve um grande desenvolvimento da
tecnologia de crescimento artificial de diamante, principalmente
devido as suas propriedades Unicas como:alta condutividade
térmica, o material mais dure, coeficiente de atrito baixo,
transparéncia a radiagac(UV até IV}, Q0 gue causou nesta década
uma necessidade da busca de esforcos cilentificos e tecnoldgicos a
fim de entender melhor o5 mecanismos fisicos e quimicos que
envolvem o processo de crescimento, assim levando a um aumento das
areas de aplicagdes tecnolédgicas.

A tecnica utilizada é a da reacado de certos elementos na forma
gasosa "“CHEMICAL VAPOR DEPOSITION-CVD”, mas esta técnica so teve
sucesso em termos de crescimento, na década de 70, guando os
russos observaram a importdncia do &tomo nascente de hidrogénio
como meic ativador. No LAS/INPE se estuda os métodos: CVD
assistido por plasma gerado por microondas (MWCVD) e CVD assistido
por filamento quente {HFCVD}.

Suas aplicagdes atingem vArias 4reas, particularmente o
LAS/INPE se preocupa com areas espaciais, como protegcdc de células
solares e superficies sujeitas a bombardeamento de particulas
cosmicas, fazende uso do estudo da janela dptica do diamante, também
se estuda o uso como ferramenta de corte na industria mecanica e
como ferramenta(broca) odontoldgica.

2. procedimentos metodolégicos

O processo para o crescimento de diamante & feito em etapas
bem definidas, se inicia com a preparacido do substrato, pois o
substrato necessita ser riscade para poder haver o 1inicio da
nucleagdo do diamante(normalmente substrato de silicio), depois
coloca-se no reator, onde passa-se os gases reagentes e depois é
feita a andlise da qualidade do filme,nesta analise observa-se
percentual de diamante,uniformidade, rugosidade, para que faixa de
freqliéncia funciona como janela éptica.Esta caracterizacgdo & feita
por microscopia eletrdnica de varredura, espectroscopia RAMABN e
INFRAVERMELHO, apartir desta andlise que podemos saber a sua
aplicabilidade tecnoldgica.

figura 1 :reator filamento quente utilizado para crescimento(no
cast uso para brocas odontégicas).
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3. resultades e discussio dos resultadeos

3.1. analise raman

No espectro RAMAN(fig.2), vé-se gque a linha fina em 1333 cm_l
caracteriza a presenga de diamante, a linha larga representa em
1560 cm a presenga de carbono amorfo no filme, mas podemos
garantir mesmo que o filme é de boa gqualidade, porque a linha de
diamante é da ordem de 100 vezes menor que a do carbono amorfo.
Outra observagdo importante estda na fig.2, onde ha& dois grafices
‘um de uma superficie de diamante e outra polida(por chapa de
ferro) apds crescimento, onde cobserva-se que devido ac polimento
surgem impurezas,
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Fig. 2: Espectro Raman de filme CVD(substrato silicio/T=900 °c)
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3.2, anélise de espectroscopiz eletrdnica de varredu-z

Nesta anédlise pode se concluir gue 0s grados sao da ordem de Sum,
estdo bem compactados e homogénecs com formas tetragornzis dos
cristals . Levando a conclusdo de ser um bom filme (fig.4).

fig.3

Foi feito um estudo da transparéncia de filmes crescidoss sobre
quartzo, através das microscopias visivel e infravermelha (Fig. 4

e 5).
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4. conclusio

O presente resumo mostra processo de crescimento de filmes de
diamantes do LAS/INPE .Desde a parte do polimento(riscagem) do
substrato, passando pela compreensido do mecanismo de reagdes
quimicas dentro do reator e seus parametros de controle e chegando
a analise da qualidade do filme para assim ser usado em DProcessos
tecnologicos, sendo que nds tivemos mais énfase na parte de
caracterizacdo, tendo contato com os diversos tipos de anadlise,
podendo compreender diferengas como que © RAMAN analisa a
composicdo do filme, enguanto que a MEV observa a morfologia de
filme e espectroscopia de INFRAVERMELHO da informagdes da
transparéncia do filme na regifc do infravermelho.E por fim tendo
um conhecimento geral de quando o filme & de boa qualidade.
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